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Fig. EN1.1 - Carat-
teristica ideale del
diodo a giunzione.
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Fig. EN1.2 - Carat-
teristica reale del
diodo a giunzione.




e,

Fig. EN1.3 - Circuito con diodo e resistenza.
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Fig. EN1.4 - Caratteristica di polarizzazione
del diodo.
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Fig. EN1.13 - Tiristore SCR. Fig. EN1.14 - Tiristore TRIAC.
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Fig. EN1.24 - Filtro di livel-
lamento ad induttanza.
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Fig. EN1.25 - Filtro di livel-
lamento a induttanza e ca-
pacita.
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Vu/Vi

Vu/Vi

dB dB Pu/Pi dB Pu/Pi | dB
lu/li lu/li
1 40 32 1 0 50 1
1,4 50 34 2 3 80 19
2 80 38 4 6 100 20
4 12 100 40 5 T 1000 30
] 14 200 46 10 10 10000 | 40
10 20 1000 60 20 13
20 26 10000 80 40 16
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Fig. EN1.32 - Amplificatore invertente.
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Fig. EN1.34 - Amplificatore sommatore invertente.
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